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Résumé :

Parmi les multiples avantages du graphéne, son utilisation comme substrat pour I'épitaxie des matériaux nitrures semiconducteurs est particulierement
attractive : outre le fait de permettre I'épitaxie de ces matériaux sur n'importe quel substrat, le graphéne assure en effet un découplage élastique de la
structure épitaxiée du substrat sous-jacent et permet de la décoller facilement pour la reporter, par exemple, sur un autre substrat. Nous comptons
utiliser cette propriété remarquable pour élaborer des boites quantiques de GaN dans une matrice d'AIN épitaxiée sur graphéne. La séparation
ultérieure des hétérostructures AIN/GaN de taille nanométrique et leur report sur du silicium permettra d'isoler des boites uniques et d'étudier leurs

propriétés d'émission optique dans la gamme de l'ultraviolet, avec un intérét particulier pour I'émission de photons uniques a la demande.
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